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はじめに 
高い移動度を持つ InGaAsをチャネル材料として
用いることで、Siを超える低電圧かつ高電流密度
動作が期待されている。我々はプレーナ型 InGaAs 

MOSFET[1]で Id=2.4mA/µm＠Vd=0.5Vを達成した。
そこで、より高いゲート制御性の実現を目指し、
再成長ソースドレインを有する InGaAs マルチゲ
ートMOSFET(Fig.1)を提案した[2]。ピラー型のチ
ャネルとMOVPEによる選択再成長により形成す
る高いドーピング濃度（n > 1×1019 cm-3）をもつソ
ース/ドレインがチャネルを囲むことで、チャネル
各面においてソース枯渇が抑制され高い電流密度
を期待できる。本研究では確立したプロセス[3]を
用いてデバイスの作製に取り組み、チャネル長 Lch 

=16nmで動作に成功したので報告する。 

 

再成長層の評価 

 TLM とホール測定により作製素子の再成長層の
評価を行った。Rsheet=25Ω/□、ρcontact=1.1×10-7 Ωcm-

2
 、µ = 1041cm2/Vs、n = 3×1019 cm-3と高いドーピ
ング濃度の良好な結晶が得られている。 

 

素子性能評価 

Fig.2 はデバイス上面とチャネル断面図の SEM

像であり、Fig.3(a)はチャネルに平行方向断面の
HAADF 像である。チャネル幅 W=50nm、チャネ
ル長 Lch =16nm を確認した。Fig.4,Fig.5 に出力特
性と伝送特性を示す。ドレイン電流 Id = 707µA/µm、
伝達コンダクタンス  gm = 498µS/µm、SS = 

541mV/dec @Vd=0.5V、DIBL=2014mV/V、Rsd=207 

Ωµmであった。Ion/IoffはVd=0.05Vで 3桁を得た。
2Wch +Hch (Wch=50nm,Hch=50nm)で規格化している。 
  

まとめ 

Lch=16nm の極微細チャネルでデバイス動作に成
功した。EOT=2.5nm、Dit > 4.0×1012

 eV-1cm-2、チャ
ネル幅 W=50nm でありオフ特性が劣化している
が、改善により今後更なるデバイス特性の向上が
見込める。 
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Fig.1 再成長S/ D型 InGaAs FET   

    

(a)デバイス上面 (b) チャネル垂直方向断面 

Fig.2 SEM像 

  

(a) HAADF像       (b) 模式図 

Fig.3 チャネル平行方向断面図 

 

  

(a) Id - Vd               (b) Id - Vg 

Fig.4  I-V特性 

 

Fig.5 Id – Vg (log) 
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